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화학증착 공정은 반도체공정의 핵심공정으로 공정에 사용되는(Chemical vapor deposition)
의 증기압 특성은 공정의 효율화를 얻기 위하여 매우 중요하다 의 증기압이precursor . Precursor

기준치 이하일 경우 박막 형성이 어려워 일정한 증착 속도 및 박막 균일도를 유지하기가 어렵,
다 그러나 증기압을 측정할 수 있는 표준화된 장비 및 측정방법이 거의 전무한 형편이다. .
본 연구실에서는 고진공시스템을 사용하여 반도체용 의 증기압을 측정 할 수 있는precursor
방법 및 장치를 개발하여 사용하고 있다.
일반적으로 반도체용 의 경우 솔벤트 등의 불순물을 함유하고 있어 기상순도가precursor

안 좋으므로 증기압 측정 시 많은 주의를 요한다 본 연구에서는 실제 반도체 생산라인에서.
SiO2 증착용 로 사용되고 있는 의 기상순도에 따른 증기precursor tetraethyl-orthosilicate (TEOS)
압측정과 자체 제작한 을 통하여 매커니즘을 분석하고 있다 그리고 이를 통하여FT-IR cell .
박막증착의 재현성 및 균일도와의 연관성을 살펴보고자 한다.
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